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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Термостойкие микросхемы и транзисторы производства Сissoid SA Бельгия или эквиваленты.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые микросхемы и транзисторы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования к этапам разработки и изготовления не предъявляются. 

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	43 1525



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Термостойкие микросхемы и транзисторы могут быть использованы в составе оборудования, предназначенной для эксплуатации при повышенной температуре окружающей среды.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Термостойкие микросхемы и транзисторы производства Cissoid должны удовлетворять следующим требованиям:
1) работоспособность при температуре окружающей среды: от -35°С до +225°С;
2) температура хранения: от -50°С до +250°С.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	4.1.1. Высокотемпературные микросхемы линейных стабилизаторов напряжения CHT-LDOP-025-TO254T-Cissoid  (LDOP-050-TO254T-Cissoid):
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С;
Выходное напряжение Uout=2.5В (5В) соответственно;
Диапазон входного напряжения Uout +(1+20)В;
Минимально допустимое падение напряжения в режиме стабилизации Uout (Uin – Uout) при токе Iout=400мА – 1В, при токе Iout=1А – 2В;
Нестабильность напряжения Uout при токе нагрузки 10 мА не более ± 2%;
Температурный дрейф напряжения Uout не более 80 ppm;
Ток потребления через заземляющий вывод микросхемы при токе нагрузки Iout<1А  -  4.1мА при Т=-55°С и 3.8мА при Т=+225°С;
Коэффициент подавления пульсаций напряжения питания – 60 дБ;
Тепловое сопротивление кристалл-корпус ТО-254 - 5°С/Вт.

4.1.2. Высокотемпературная микросхема полномостового дравера для управления затворами N-канальных MOSFET транзисторов CHT-PALLAS-DIL40-T- Cissoid:
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С;
Напряжение питания верхних транзисторов MOSFET моста – не более 50В;
Напряжение питания нижних транзисторов MOSFET моста – не более 10;
Аналоговое напряжение питания – 10В;
Цифровое напряжение питания – 5В;
Максимальный выходной ток дравера Iou верхнего транзистора при Сн=1нФ – 25мА при Т=25°С и 20мА при Т+225°С;
Максимальный выходной ток дравера Iou нижнего транзистора при Сн=1нФ – 120мА при Т=25°С и 80мА при Т+225°С;
Тактовая частота внутреннего генератора – 200кГц;
Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на фронте при Т=+225°С -500нс;
Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на спаде при Т=+225°С -250нс;
Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на фронте при Т=+225°С -100нс;
Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на спаде при Т=+225°С -500нс;
Ток потребления цифровой схемы IVddd  при Т=+225°С  - 14.1мкА;
Ток потребления аналоговой схемы IVdda  при Т=+225°С  - 1.08мА;

4.1.3. Высокотемпературная микросхема полумостового дравера для управления затворами N-канальных MOSFET транзисторов CHT-HYPERION-CSOIC28-T - Cissoid:
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С;
Диапазон напряжения питания Vdd –(4.5 – 5.5)В;
Диапазон входного напряжения Vin–(4.0 – 52)В;
Ток потребления IVdd в режиме частоты внутреннего генератора 200кГц – 3.45мА;
Максимальные и минимальные уровни напряжения цифровых входов (UVdd+0.3)В и -0.3В соответственно;
Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на фронте при Т=+200°С и Сout=1нФ  - 40нс;
Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на спаде при Т=+200°С  и  Сout=1нФ   - 84нс;
Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на фронте при Т=+200°С и Сout=1нФ  - 43нс;
Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на спаде при Т=+200°С  и  Сout=1нФ - 39нс;
Значение порогового напряжения логических входов управления VthUVLO -4.3В при Т=-55°С,
3.9В при Т=+25°С, 2.9В при Т=+225°С;
Значение прямого тока бутсрепного диода при падении Vforward=1.4В и  Т=+200°С  - 875мА;
Значение обратного тока бутсрепного диода при Vreverse=30В и  Т=+200°С  - не более 5мкА.

4.1.4. Высокотемпературная микросхема двухканального мощного дравера для управления затворами N-канальных MOSFET транзисторов CHT-TIT3345E-CSOIC28-T - Cissoid:
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С;
Диапазон напряжения питания Vсс5pA/B (4.75 – 5.25)В;
Диапазон напряжения питания выходного каскада  Vpvcс (5 – 30)В;
Ток потребления Ipvcc при заземленных входах INA=INB=0B – 0.1мА;
Ток потребления Ipvcc при подаче на  входы INA=INB=5B – 0.2мА;
Средний ток потребления Ipvcc при переключении выходного каскада с Сload=1нФ и с частотой переключения – 20кГц при 50% коэффициенте заполнения (меандр)  – 0.4 мА;
Средний ток потребления Ivcc5PA/B с частотой переключения – 20кГц при 50% коэффициенте заполнения (меандр)  – 0.5 мА;
Уровень порогового напряжения входного сигнала (INA/B, HighZA/B)при старте от 3.03В до 3.83В;
Уровень порогового напряжения входного сигнала (INA/B, HighZA/B)в режиме останова от 1.68В до 2.39В;
Напряжение гистерезиса входных сигналов – (1.1-1.85)В;
Выходной ток верхнего транзистора дравера- IoutNA/B-2А;
Выходной ток нижнего транзистора дравера- IoutPA/B-1.95А;
Время задержки переключения напряжения при нарастающем фронте на выходе (IN-OUTPA/B), PVCC-PVSS=15В, (50% - 50%) и Сload=1нФ  - 40нс;
Время задержки переключения напряжения на спаде выходного импульса (IN-OUTNA/B), PVCC-PVSS=15В,(50% - 50%)  и Сload=1нФ  - 40нс;
Времена переднего и заднего фронта выходного импульса при Сload=1нФ и (PVCC-PVSS)=15V – 10нс;
Тепловое сопротивление кристалл-воздух (ΘJA)=42°С/Вт.

4.1.5. Высокотемпературный, высоковольтный, карбид-кремниевый MOSFET транзистор CHT-PLA8543C-TO257-T- Cissoid:  
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С;
Диапазон напряжений сток-исток Vds=(от -0.5В до 1200В);
Максимальный постоянный или импульсный ток стока – 10А;
Сопротивление канала открытого транзистора  RDSon=90мОм при Vgs=20В,  ID=10A, Tj=+25°С;
Сопротивление канала открытого транзистора  RDSon=150мОм при Vgs=20В,  ID=10A, Tj=+225°С;
Максимально допустимое напряжение между затвором и истоком VGS= (от -2 до 20)В;
Напряжение порога срабатывания транзистора Vth – 2.5В при Тj=+25°С, Id=1mA, Vds=20V;
Напряжение порога срабатывания транзистора Vth – 1В при Тj=+225°С, Id=1mA, Vds=20V;
Заряд переключения затвор-исток QGS=23нКл;
Заряд переключения затвор-сток QGS=43нКл;
Полный заряд переключения затвора QG=90нКл;
Тепловое сопротивление кристалл-корпус RΘJC =1.1°С/Вт.

4.1.6. Высокотемпературный операционный усилитель общего назначения по 4шт. в одном корпусе CHT-OPA-CSOIC16-T  - Cissoid:
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С;
Диапазон напряжения питания VDD- VSS =  (4.5 – 20)В;
Максимальный ток потребления (для 4х операционных усилителей в корпусе) при Тj=+25°С - 1.7мА;
Максимальный ток потребления (для 4х операционных усилителей в корпусе) при Тj=+225°С – 2.2мА;
Диапазон напряжения на выходе ОУ при нагрузке RL-2кОм – (0.15 – VDD-0.18)В; 
Значение выходного тока во всем диапазоне температур -  ±15мА;
Диапазон напряжений входного сигнала при Т=-55°С  – от 1.5В до VDD-0.2;
Диапазон напряжений входного сигнала при Т=+225°С  – от 2В до VDD-0.1;
Напряжение смещения входного напряжения VIOFF при Т=25°С  не более ±8 мВ;
Напряжение дрейфа смещения входного напряжения ТVIOFF = ±15 мкВ°/С;
Входной ток ОУ во всем диапазоне температур  – IB= ±10нА;
Разность входных токов при Т=25°С  -  ±0.01нА, при Т=225°С  -  ± 10нА;
Коэффициент усиления ОУ при нагрузке RL=2кОм и Т=25°С  - 100дБ;
Коэффициент усиления ОУ при нагрузке RL=2кОм и Т=225°С  - 87дБ;
Частота единичного усиления при нагрузке RL=2кОм, СL=30пФ – 1.5МГц;
 Коэффициент подавления синфазной составляющей – 86 дБ;
Коэффициент подавления пульсаций источника питания – 78 дБ;
Скорость нарастания выходного напряжения при нагрузке
 RL=2кОм, СL=30пФ и Т=25°С                                                     - 1.2В/мкс;
Скорость нарастания выходного напряжения при нагрузке
 RL=2кОм, СL=30пФ и Т=225°С                                                   - 1.7В/мкс;
Интегральное значение входного напряжения шума еn 
во всем диапазоне температур и пульсации 
входного сигнала в полосе 10Гц                                                    - 25мкВ.

4.1.7. Высокотемпературный высокоскоростной компаратор CHT-RIV1675A-TDFP16-T - Cissoid:
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С;
Диапазон напряжения питания VDD- VSS =  (4.5 – 5.5)В;
Максимальный статический ток потребления при Тj=+25°С - 812мкА;
Максимальный статический ток потребления в
диапазоне  Тj = (от -55 до +225)°С                                                1712мкА;
Диапазон входного сигнала – полный диапазон напряжения питания;
Напряжение смещения входного напряжения  Vos                                   -5.2мВ;
Напряжение дрейфа смещения входного напряжения ТCvos                     - 2/3 мкВ°/С;
Входной ток при   Т=225°С                                                                     -30  нА;
Разность входных токов при   Т=225°С                                                  -20  нА;
Коэффициент подавления синфазной составляющей                              – 54 дБ;
Коэффициент подавления пульсаций источника питания                       – 60 дБ;
Выходное напряжение, верхнего уровня при выходном вытекающем 
токе Isourse=16мА                                                                                    - не менее 4.6В;
Выходное напряжение, нижнего уровня  при выходном втекающем 
токе Isink=16мА                                                                                      - не более 0.37В;
Время задержки распространения при перепаде 
входного напряжения 20мВ и выходной 
емкости Сout=30пФ                                                                                - не более 50нс; 
Время нарастания выходного напряжения при Сout=30пФ                     - 2нс;
Время спада  выходного напряжения при Сout=30пФ                              - 2нс;
Время отключения                                                                                 - 50нс;
Время включения                                                                                    - 4мкс.

4.1.8. Высокотемпературный 555-таймер CHT-555-DIL8-T  - Cissoid:
Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С;
Диапазон напряжения питания VDD- VSS =  (4.5 – 5.5)В;
Ток потребления  при нагрузке RL= ∞                         не более 480 мкА;

Для режима одновибратора:
Начальная погрешность установки временных интервалов
при Ra=(1-1000)кОм и С=10нФ                                    не более 3.5%;
Температурный дрейф установки временных интервалов
при Ra=(1-100)кОм и С=10нФ                                                   7ppm/°С,
при Ra=1мОм и С=10нФ                                                           67ppm/°С;
Погрешность установленных временных интервалов из-за 
нестабильности напряжения питания                                     0.2%/В;
Напряжение порога срабатывания  на входе «Threshold»                            -   0.66хVDD;
Напряжение порога срабатывания  на входе «Trigger»                               -   0.33хVDD;
Напряжение на входе «Сontrol»                                                                   -   0.66хVDD;
Напряжение на выходе «Discharge» при включенном ключе 
При Idisch=1мА и Т=+225°С                                                                           -30мВ;
Напряжение на выходе «Discharge» при включенном ключе 
При Idisch=5мА и Т=+225°С                                                                           -140мВ;
Ток утечки на выходе «Discharge» при выключенном ключе и 
Т=+225°С                                                                                                     -1100нА;
Максимальная частота переключения в режиме формирования временных интервалов без генератора                                                                                                   - 4.2МГц;
Время нарастания выходного напряжения при Ra=(1кОм-1мОм), Сout=10нФ   -16.1нс;
Время спада  выходного напряжения при тех же условиях                                - 17.1нс.                           

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в разделе 3 настоящего ТЗ, должен составлять не менее одного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам


	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка комплектующих должна содержать сведения о производителе, модели, дату изготовления.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Комплектующие поставляются в специальной упаковке, соответствующий стандартам,  производителя, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки комплектующих оговаривается в договоре на поставку.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень документов, поставляемых в обязательном порядке, должен соответствовать комплекту поставки. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется силами поставщика.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Комплектующие до передачи заказчику допускается хранить упакованными в штатной таре в сухом месте.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки заказчику.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.
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РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1
	МИКРОСХЕМА
	CHT-LDOP-025-TO254-T - CISSOID
	шт.
	5

	2
	МИКРОСХЕМА
	CHT-LDOP-050-TO254-T- CISSOID
	шт.
	5

	3
	МИКРОСХЕМА
	CHT-PALLAS-DIL40-T- CISSOID
	шт.
	5

	4
	МИКРОСХЕМА
	CHT-HYPERION-CSOIC28-T- CISSOID
	шт.
	5

	5
	МИКРОСХЕМА
	CHT-TIT3345E-CSOIC28-T- CISSOID
	шт.
	5

	6
	ТРАНЗИСТОР
	CHT-PLA8543C-TO257-T- CISSOID
	шт.
	6

	7
	МИКРОСХЕМА
	CHT-OPA-CSOIC16-T- CISSOID
	шт.
	5

	8
	МИКРОСХЕМА
	CHT-RIV1675A-TDFP16-T- CISSOID
	шт.
	5

	9
	МИКРОСХЕМА
	CHT-555-DIL8-T- CISSOID
	шт.
	5

	Порядок поставки партии комплектующих оговаривается в договоре на поставку.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-




7

